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【はじめに】我々は、波長 2 μmまで使用可能な短波長赤外受光素子の実現を目的とし

て、Mg2Si基板上への pn接合フォトダイオード(PD)の開発を進めている[1,2]。これまで、

基板のオーム性接触を得るために Alを熱拡散して n+層を形成しているが、その拡散深さ

や拡散濃度などについては未評価であった。今回、4探針プローブ法[3]を用いてMg2Si基

板中への Al拡散深さについて簡易的な評価を行ったので報告する。 

【実験方法】厚さ 0.8 – 1 mmのMg2Si基板上に n型ドーパントである Alを真空蒸着後、

Ar雰囲気中で熱拡散を行った。その後、拡散面を 1°または 3°で斜め研磨し、針間隔

0.1mmの 4探針プローブを用いて斜め研磨面での抵抗率分布の測定を行い、測定抵抗率の

変化から Alの拡散深さを簡易的に評価した。なお、測定試料は探針間隔に対して十分に

大きいため補正係数による補正は今回行っていない。 

【結果と考察】Fig.1は電子濃度 8.0×1015 

cm-3のMg2Si基板に 480℃で 60分間の Al

熱拡散を行った試料の表面から拡散深さ方

向の抵抗率分布の結果で、基板は 3°で斜め

研磨している。表面から拡散深さ方向にか

けて抵抗率は概ね 1桁増加し、0.13 Ωcm程

度で一定となった。抵抗率が明確に増加し

始める 0.5 mmから概ね一定となる 1.9 mm

を Alの拡散深さと仮定すると約 73 μmと

見積もられた。これは、Mg2Si中への Ag

の拡散深さ（480℃、10分の熱拡散で約 95 

μm）と比較すると十分に浅いため、Mg2Si

中の Alの拡散速度は Agと比べると遅いと

推察される。 
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Fig.1. Distribution of resistivity measured on 3°-off 
polished sample with Al diffusion at 480℃ for 60 min. 
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